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ABSTRAK

OIC (Optical Integrated Circuit) merupakan bagian dari thin film yang
diintegrasikan sebagai dioda laser, secara fungsional komponen tersebut dapat
digunakan sebagai waveguide interkonesi dan switch modulator yaitu March
Zhender Interferometer (MZI). Penelitian kali ini adalah membandingkan
karakteristik dari dua buah material Ti/LiNbOs (titanium on lithium niobat) dengan
material GaN/Si (gallium nitrit on silikon) yang digunakan sebagai perangkat awal
dalam membangun MZI yaitu Y-Branch power Splitter berbasis ridge waveguide.
Susunan material yang pada Ti/LiNbOs ialah panjang wafer 4000 pm, lebar wafer
110 um, lebar pandu gelombang 8 um serta ketebalan dari titanium 800 nm dan
lithium niobat 1 pm sebagai substrate pada Ti/LiNbOs. Untuk GaN/Si
menggunakan panjang wafer 2000 um dan lebar wafer 85 pm, lebar pandu
gelombang 10 pum dengan ketebalan GaN 1 um, ketebalan AlGaN 1 um, ketebalan
SiO2 1 pum dan ketebalan Si 100 nm. Kedua material tersebut disimulasikan
terhadap Y-branch power splitter, menghasilkan daya keluaran 100 % pada
material Ti/LiNbO3 sedangkan untuk material GaN/Si menghasilkan daya keluaran
99,8 %. Sehingga material GaN/Si dapat digunakan sebagai pengganti Ti/LiNbOs.

Kata kunci: Gelombang, Pandu Gelombang, Mode gelombang , Y-Branch Power
splitter.



ABSTRACT

OIC (Optical Integrated Circuit) is a part of thin films that are integrated as laser
diodes, functionally these components can be used as waveguide interconnects and
switch modulators, namely the March Zhender Interferometer (MZI). The current
study was to compare the characteristics of two Ti/LiINbO3 materials (titanium on
lithium niobate) with GaN/Si material (gallium nitride on silicon) which was used
as an initial device in building MZI namely Y-Branch power Splitter based ridge
waveguide. The material composition on Ti/LiNbO3 is 4000 um wafer length,
width of 110 um wafer, 8 um waveguide width and 800 nm thickness of titanium
and 1 pm lithium as substrate on Ti/LiNbO3. For GaN/Si using a 2000 pum wafer
length and 85 pm wafer width, a 10 um waveguide width of 1 um GaN thickness,
1 pum AlGaN thickness, 1 pum SiO2 thickness and 100 nm Si thickness. The two
materials were simulated on the Y-branch power splitter, producing 100 % output
power on Ti/LiNb33 material while for GaN/Si material producing an output power
of 99.8 %. So that GaN/Si material can be used instead of Ti/LiNbO3.
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